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Abstract (Aim, Use
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Contents)

我々は、グラフェン·アシストエッチングを援用して、次世代半導体表面の構造をナ
ノスケールの精度で加工・制御したいと考えている。これを実証するため、今年度
はリソグラフィプロセスとエッチングを組み合わせることによる、半導体表面の選
択領域加工に取り組んだ。

実験
Experimental

ウェット洗浄を行った半導体基板上に、接着促進剤であるHMDSを塗布した後、ポ
ジ型レジストであるAZ5206Eを滴下·スピンコートすることによりフォトレジスト
膜を形成した。そして、マスクアライナーを用いた露光・現像処理を行うことで、
部分的に半導体表面が露出したテストサンプルを作製した。この基板上に、グラフェ
ン溶液を滴下·スピンコートすることにより、グラフェン膜を一面に形成した。最後
にアセトンによりフォトレジストをリフトオフして、グラフェン膜のパターンを得
た。

結果と考察
Results and Discussion

現像液を用いて部分的に半導体表面を露出したサンプルの表面を白色干渉計により
観察した結果をFig. 1(i)に示す。半導体基板上に、レジストパターンが形成できて
いる様子が明らかである。また、この試料上にグラフェン溶液を滴下し、リフトオ
フによりグラフェン膜のパターンを作製した後に、エッチング液に浸漬して得た結
果を表面形状像をFig. 1(ii)に示す。グラフェン・アシストエッチングが進行してい
ることが確認でき、本手法の原理検証が実施できた。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 フォトリソグラフィを利用したトレンチパターン形成実験の干渉顕微鏡像
（ⅰ）現像後 （ⅱ）グラフェン・アシストエッチング後
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